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1 Bei diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 

internationalen vorlaufigen Priifung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dern Anmelder gemaG 
Artikel 36 ubermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. M (an den Anmelder und das Internationale BQro gesandt) insgesamt 3 Blatter; dabei handelt es sich urn 

M Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen undfcder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, undJbder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 
□ Blatter, die friihere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 
b □ (nur an das Internationale BQro gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen 

Datentrager s) angeben) , der/tlie ein Sequenzprotokoll undybder die dazugehongen Tabellen enthalt/enthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

El Feld Nr. I Grundlage des Bescheids 

□ Feld Nr. II Prioritat 

□ Feld Nr. Ill Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 

Anwendbarkelt 

□ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

H Feld Nr V BegrQndete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit 

und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

□ Feld Nr. VI Bestimmte angefUhrte Unteriagen 

□ Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

M Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



1. 



□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 lb)) 

□ Veroffentlichung der international Anmeldung (nach Regel 1 2.4) 

□ Internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

uineirhtiirh Hpr Bestandteiie* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
aSSSS^^ Artikel 14 bin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Bench* als 

"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschrelbung, Seiten 

1-9 

Anspruche, Nr. 
1-16 



in der ursprunglich eingereichten Fassung 

eingegangen am 07.04.2005 mit Schreiben vom 06.04.2005 



Zeichnungen, Blatter 

w in der ursprOnglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. H Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 
S Anspruche: Nr. 8 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben). 
n niP^r Rericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 

(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): A . . 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* wenn Punkt 4 mtrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Wlit und 7S '^lici£ A^dbartalt; Unterlagw. und ErklSrungen ; 
Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Ja: Anspruche 1-7,9-16 
Nein: Anspruche - 
Ja: Anspruche 1-7,9-16 

Nein: Anspruche - 
GewerblicheAnwendbarkeit(IA) Ja: Anspruche: 1-7,9-16 

Nein: Anspruche: - 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



pom Mr vill Bestimmte Bemerkunqen zur internationalen Anmelduncj 



siehe Beiblatt 
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Re Item I 

Grundlage des Berichts 

Die mit Schreiben vom 06.04.2005 eingereichten 15 Anspriiche wurden vom Anmelder als 
Anspriiche 1-7 und 9-1 6 numeriert. Anspruch 8 fiel aufgrund der vom Anmelder 
vorgenommenen Aenderungen weg. 



Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

DV PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 0152, Nr. 41 (E-1080), 21 . Juni 1991 
(1991-06-21) & JP 3 076221 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP), 2. April 1991 
(1991-04-02) 

D2: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 2003, Nr. 05, 12. Mai 2003 (2003-05-12) 
& JP 2003 017444 A (SUMITOMO MITSUBISHI SILICON CORP), 17. Januar 
2003(2003-01-17) 

D3: US-B-6 514 8581 (MAUERSBERGER FRANK ET AL) 4. Februar 2003 (2003- 
02-04) 

D4: US-A-6 156 621 (LEIPOLD LUDWIG ET AL) 5. Dezember 2000 (2000-12-05) 
D5: US-B-6 242 3201 (SO SANG MUN) 5. Juni 2001 (2001-06-05) 
D6: EP-A-1 366 860 (ASIA PACIFIC MICROSYSTEM INC) 3. Dezember 2003 
(2003-12-03) 

2. Der Gegenstand der Anspriiche 1 -7 und 9-16 scheint neu (Artikel 33(2) PCT) und 
erfinderisch (Artikel 33(3) PCT) zu sein: 

2.1 Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Kontrolle eines Dickenabtrags nach 
Anspruch 1 und eine Vorrichtung zur Dickenabtragskontrolle nach Anspruch 10 und 
bietet eine verbesserte optische Dickenkontrolle. Diese wird dadurch erreicht, dass 
die Graber der Teststruktur als Streifengraber ausgebildet sind, die umso breiter 
ausgebildet sind je tiefer sie sind, was eine einfache und prazise optische 
Identifizierung der jeweiligen Grabtiefe erlaubt. 

2.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 entspricht dem kombinierten Gegenstand der 
ursprunglichen Anspriiche 1 und 8 und der Gegenstand des Anspruchs 10 entspricht 
dem Gegenstand des ursprunglichen Anspruchs 10 in Kombination mit den 
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Merkmalen "wobei die Graben als Streifengraben ausgebildet sind und umso tiefer 
ausgebildet sind, je breiter sie sind", welche ursprunglich z.B. in den Abbildungen 
offenbart wurden. 

2.3 Das Dokument D1 (siehe das abstract) offenbart ein Verfahren zur Kontrolle eines 
Dickenabtrages welches Graben unterschiedlicher Tiefe benutzt. Allerdings sind 
hier die Graben keine Streifengraben, sondern habe eine sich verjiingende Form. 
Die Argumentation des Anmelders, dass dies das optische Detektieren einer 
Oeffnung des Grabenbodens im Gegensatz zu Streifengraben erschwert, kann 
akzeptiert werden. Daruberhinaus ist die zu dunnende Scheibe in D1 nicht auf einer 
Tragerscheibe gebondet, im Gegensatz zu den Anspruchen 1 und 10. 

2.4 Das Dokument D2 (siehe das abstract und Abbildungen 2 und 3 des JP-Dokuments) 
beschreibt ein Verfahren zur Kontrolle eines Dickenabtrages welches Locher 
unterschiedlicher Tiefe benutzt. Das Merkmal, dass die Locher umso tiefer 
ausgebildet sind, je breiter sie sind wird hier weder erwahnt noch nahegelegt. 

2.5 Keines der Dokumente D3 (siehe die Zusammenfassung; Anspruch 1), D4 (siehe die 
Zusammenfassung) oder D5 (siehe die Zusammenfassung und Anspruch 1) enthalt 
Hinweise, welche den Fachmann zu den Merkmalen fuhren wurde, dass in einer 
Teststruktur Kontrollgraben als Streifengraben ausgebildet sind, welche umso tiefer 
ausgebildet sind, je breiter sie sind. 

2.6 Dokument D6 (siehe Abbildungen 1 und 7) wurde vor dem internationalen 
Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht. 
Dieses Dokument ist nicht neuheitsschadlich fur den Gegenstand der Anspruche 1-7 
und 9-16, da die offenbarten Kontrollgraben nicht Streifenformig sind. 



Re Item VIII 

Bestimmte Anmerkungen 

1 . Die Anspruche sind nicht klar (Artikel 6 PCT). 

1.1 Das Einklammern von Ausdrucken in Patentanspruchen (siehe Anspruch 1 , "die 
(aktive) Scheibe") hat keine klare Bedeutung und lasst Unsicherheit bzgl. des 
gegebenen Schutzumfanges aufkommen. 

1 .2 In den Anspruchen immer wieder vorkommende Ausdrucke, wie "insbesondere", 
"bzw." und "also" reduzieren die zugehorigen Merkmale zu rein interpretierbaren 
und/oder rein fakultativen Beispielen und/oder Erklarungen. Solche Beispiele 
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und/oder Erklarungen konnen zwar Gegenstand der Beschreibung sein, aber nicht 
der Anspruche, denn sie sind irrefuhrend beziiglich des gegebenen Schutzumfanges. 

Die zusatzlichen Merkmale des Anspruchs 2 scheinen uberflussig zu sein, da im 
Anspruch 1 bereits gesagt wird, dass die Graben definiert unterschiedlich tief sind. 

Die zusatzlichen Merkmale des Anspruchs 12 sind bereits im zugehorigen 
unabhangigen Anspruch 10 vorhanden, weshalb Anspruch 12 uberflussig zu sein 
scheint. 

Die im Anspruch 13 beantwortete Frage, weshalb die angezielte Dicke denn angezielt 
wird, d.h. ob sie gewunscht ist, oder eine Solldicke ist, ist kein Sachverhalt von 
technischer Relevanz im vorliegenden Fall. Es scheint, dass die in den Anspruchen 
1 und 10 gegebene Information, dass diese Dicke angezielt ist vollig ausreichend 
ware. 
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neue Anspruche: > 

1. Verfahren zur Kontrolle eines Dickenabtrags von einem gebondeten 

Halbleiterscheiben-Paar aus einer ersten und einer zweiten Scheibe (1 ,2), wobei 

- eine Teststruktur (4,5,6,7,8,9), bestehend aus einer systematischen Reihe von 
mehreren, definiert unterschiedlich tiefen Graben, in die (aktive) Scheibe (2) 
eingebracht wird, welche spater eine aktive elektronische Schaltung aufnimmt; 

- eine beim Abtragen, insbesondere Polieren, angezielte Dicke (h6;h7) der 
aktiven Scheibe (2) einer Tiefe (t6;t7) eines Bezugsgrabens (6;7) der Graben 
der Teststruktur entspricht, welcher Bezugsgraben (6) von flacheren und 
tieferen Graben umgeben ist, insbesondere von einem benachbarten flacheren 
und einem anderweitig benachbarten tieferen Graben (5,7); 

- die aktive Scheibe (2) mit der Seite (2a), von der die Teststruktur eingebracht 
wurde, auf die zweite Scheibe des Halbleiter-Scheibenpaars, insbesondere eine 
Tragerscheibe (1) gebondet wird; 

- ein Abtragen, insbesondere ein Polieren, von der Ruckseite (2b) der aktiven 
Scheibe (2) bis zum Freilegen des Bezugsgrabens (6) vorgenommen wird, 
insbesondere bis zum Boden (6a) des Bezugsgrabens vorgenommen wird, 
welches optisch beobachtbar ist, bzw. beobachtet wird (30), zur Kontrolle des 
Dickenabtrags von der ersten Scheibe (2), 

die Graben als Streifengraben ausgebildet sind und umso tiefer ausgebildet 
sind, je breiter sie sind. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , wobei die systematische Reihe unterschiedlich tiefe 
Graben (4 bis 9) aufweist. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei die tiefen Graben in einem Atzprozess unter 
Verwendung einer Atzmaske mit unterschiedlich breiten Offnungen fur die 
unterschiedlich breiten Graben erzeugt werden, insbesondere vor dem Bonden 
der aktiven Scheibe (2) auf die Tragerscheibe (1 ). 

4. Verfahren nach Anspruch 1 , wobei die Graben (4 bis 9) nicht gefuilt sind, also 
ungefullt bzw. offen sind, bevor die aktive Scheibe (2) gebondet wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 1 , wobei die aktive Scheibe (2) eine aus einem 
Halbleiterkristall bestehende Scheibe, insbesondere Siliziumscheibe ist. 
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6. Verfahren nach Anspruch 1 , wobei die Tragerscheibe (1) eine isolierende Schicht 
zumindest aufweist, insbesondere aus Siliziumdioxid. 

7. Verfahren nach Anspruch 1 , wobei die systematische Reihe eine Folge von stetig 
s flacher Oder stetig tiefer werdenden Graben ist, insbesondere im Wesentlichen 

parallel zueinander ausgerichtet. 

8. ./. 

10 9. Verfahren nach Anspruch 1 , wobei vor dem Erreichen des Bodens (6a) des 

Bezugsgrabens, bzw. dem Freilegen des Bezugsgrabens (6) zumindest einmal 
der Abtragsprozess fur eine optische Kontrolle oder Beobachtung (30) 
unterbrochen wird. 

is 10. Vorrichtung zur Kontrolle des Dickenabtrags von einem gebondeten 

Halbleiterscheiben-Paar aus einer ersten und einer zweiten Scheibe (1 ,2), mit 
einer Teststruktur (4,5,6,7,8,9) aus einer systematischen Reihe definiert 
unterschiedlich tiefer Graben, welche in die erste Scheibe (2) eingebracht 
sind, vorgesehen urn spater eine aktive elektronische Schaltung 

20 aufzunehmen, wobei 

die Graben als Streifengraben ausgebildet sind und umso tiefer ausgebildet 
sind, je breiter sie sind, 

eine beim Abtragen, insbesondere Polieren, angezielte Dicke (h7) der 

aktiven Scheibe (2) einer Tiefe (t7) eines Bezugsgrabens (7) der Teststruktur 
25 zugeordnet wird; 

die aktive Scheibe (2) mit der Seite, von der die Teststruktur eingebracht ist 

oder wurde, auf die zweite Scheibe des Halbleiter-Scheibenpaars, 

insbesondere eine Tragerscheibe (1) gebondet ist; 

urn das Abtragen, insbesondere das Polieren, von der Riickseite (2b) der 
30 aktiven Scheibe (2) bis zum Freilegen des Bezugsgrabens (7) vorzunehmen, 

insbesondere des Bodens (7a) des Bezugsgrabens vorgenommen wird; 

und mit einer optischen Einrichtung (30) zur Kontrolle des Dickenabtrags. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, wobei die Graben (4 bis 9) nicht mit einem 
35 Fullwerkstoff aufgefiillt sind. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 10, wobei die systematische Reihe der 
unterschiedlichen tiefen Graben auch eine Systematik hinsichtlich der Breite der 

Anderungsblatt 
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GrSben aufweist, so dass die Graben umso breiter sind, je tiefer sie in der ersten 
Scheibe eingebracht sind. 

1 3. Vorrichtung nach Anspruch 1 0 oder Verfahren nach Anspruch 1 , wobei die 
s angezielte Dicke die gewunschte oder eine vorgegebene Solldicke ist. 

14. Verfahren nach Anspruch 9 oder 1, wobei das Abtragen, insbesondere Polieren, 
von der Ruckseite der aktiven Scheibe beendet wird, wenn eine optische 
Beobachtung (30) ergibt, dass der Bezugsgraben (6) freigelegt, also vor der 

10 . optischen Einrichtung von der Ruckseite der aktiven Scheibe (2) erkennbar ist, 

1 5. Vorrichtung nach Anspruch 1 0 oder Verfahren nach Anspruch 1 , wobei der 
Bezugsgraben (6;7) sich im Mittelfeld der systematischen Reihe befindet und 
diesseits und jenseits des Bezugsgrabens zumindest einer oder mehrere kleinere 

is bzw. zumindest ein oder mehrere groBere Tiefen von GrSben befinden. 

16. Vorrichtung oder Verfahren nach Anspruch 15, wobei diesseits und jenseits auch 
zumindest einer oder mehrere schmalere bzw. breitere Graben vorgesehen sind. 

20 ■ * 
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